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TFT 作製技術の飛躍的な進歩がある。有機 TFT や酸化物 TFT は、低温で TFT の
作製が可能であり、ガラス基板よりも更に低いプロセス温度が要求されるフレキ
シブル基板上での TFT 作製において、これら材料を用いた低温プロセス技術は最
も重要な技術の一つとして位置付けられている。一方、結晶 Si TFT は有機や酸化
物材料を用いた TFT に比べ、高い電界効果移動度、信頼性を持ち、また、有機や
酸化物材料では作製困難とされている相補性金属酸化膜半導体 (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor : CMOS)を用いた回路を構成できるなど、多くのメリッ













試みた。本論文は、第 1 章から第 7 章まで全 7 章で構成されており、各章の内容
は以下の通り要約される。 
 
 第 1 章では、本研究の背景と目的を明確にする為に、フレキシブルエレクトロ
ニクスの現状とその課題について述べる。 
  第 2 章では、本研究に必要な Si 材料の物性およびフレキシブル基板と金属界面
の密着機構について述べる。 
 
 第 3 章では、中空構造アモルファスシリコン(a-Si) 膜の作製方法とそれを用い
たレーザ転写技術について述べる。まず、プラズマ化学気相堆積法(CVD)法を用い
て石英基板上に堆積した a-Si 膜を、フォトリソグラフィ、ドライエッチング(CDE) 
によりパターンニング後、フッ酸にて下層石英基板を等方性エッチングすること
により細い石英柱で支えられた中空構造 a-Si 膜が形成できることを示す。さらに、





評価結果を明示し、転写 Si 膜の電子デバイスへの適応性を検証する。 
 






みた結果について示す。さらに、局所転写 Si 膜を用いた TFT の作製方法とその電
気特性結果を示し、本提案の有用性を実証する。 
 











 第 6 章では、前章で提案・確立した転写方法を応用し、フレキシブル基板上に
単結晶 Si TFT を作製する方法について述べる。これまで困難とされてきたフレキ




 第 7 章では、本論文の要約を示す。 
